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Inventia se referd la tehnica semiconductorilor, inventiei constd in aceea cd pe suprafata stratului
in particular la senzori de gaze pe semiconductori. 5 sensibil la gaze este formata o regiune cu structurd
Senzorul de gaze pe semiconductori include un de tip nanoace. Regiunea cu structurd de tip
substrat, pe una din suprafetele caruia este depus nanoace poate avea o forma inelara.
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Descriere:

Inventia se refera la tehnica semiconductorilor, in particular la senzori de gaze pe semi-
conductori.

Un senzor de gaze include, de reguld, o structurd de baza pe care este depus un strat senzitiv la
gaze. Pe suprafata opusa a structurii de baza este format un incalzitor, iar pe stratul senzitiv sunt
depuse contacte ohmice, in cazul senzorului de gaze de tip rezistiv, sau contacte de tip Schottky in
cazul in care detectarea gazului are loc prin masurarea caracteristicilor diodei Schottky. In
majoritatea cazurilor in calitate de element senzitiv se folosesc oxizi de metale sau alti semicon-
ductori.

Sunt cunoscuti senzorii de gaze de tip rezistiv, in care se folosesc straturi de SnO, [1], sau de
tip Schottky, in baza semiconductorului GaN [2, 3]. Dezavantajul acestor dispozitive este timpul de
relaxare sporit, care depaseste un minut. Adica ele nu pot fi folosite pentru masuratori repetate
inainte de expirarea acestui interval de timp.

Problema pe care o rezolva inventia propusa consta in elaborarea unui senzor de gaze cu timp
de relaxare redus.

Senzorul de gaze pe semiconductori include un substrat, pe una din suprafetele caruia este
depus un strat sensibil la gaze, iar pe suprafata opusd un element incélzitor, totodata pe stratul
sensibil la gaze sunt depuse niste contacte metalice. Noutatea inventiei constd in aceea cad pe
suprafata stratului sensibil la gaze este formata o regiune cu structurd de tip nanoace. Regiunea cu
structurd de tip nanoace poate avea o forma inelara.

Rezultatul inventiei constd in reducerea timpului de relaxare al senzorului de gaze de
aproximativ zece ori.

Forma inelara a regiunii active cu structura tip nanoace permite de a exclude la maxim scur-
gerile de curent prin regiunile periferice ale sezorului, deoarece al doilea contact ohmic se afld in
centrul structurii. Acest rezultat se explica prin formarea unei atmosfere de ozon deasupra stratului
senzitiv din cauza ionizarii oxigenului in campurile electrice inalte in varfurile nanoacelor. Aceasta
atmosferd de ozon reduce timpul de relaxare a senzorului.

Inventia se explica prin figurile 1 — 3, care reprezinta:

- fig. 1, vederea de ansamblu al senzorului de gaze;

- fig. 2, imaginea structurii de nanoace din GaN luata la microscopul electronic de scanare;

- fig. 3, raspunsul in timp al senzorului de gaze la un impuls de metan aplicat.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe suprafata (0001)-c a unui suport de safir (1) prin metoda chimica metaloorganica (MOCVD)
este depus un strat de GaN (2). Pentru aceasta, la inceput este crescut un strat tampon de GaN cu
grosimea de 25 mm la temperatura de 510°C. Ulterior se depune un strat de n-GaN cu grosimea de
500 nm si un strat n*-GaN dopat cu Si. In sfarsit, la temperatura de 1100°C se depune un strat de n-
GaN cu grosimea de 2 ?m, care formeaza elementul activ al senzorului de gaze. Concentratia
electronilor in acest strat este de 1,7 x 10" cm*, iar densitatea dislocatiilor este de 10°...10" cm?,
Pe suprafata opusa a substratului de safir este format un incalzitor (3) — o structurd metalicd din Pt
prin depunerea in vid cu ajutorul unei masti. Pe suprafata stratului activ de GaN, folosind o masca,
se depun contactele metalice (4) din Ti/Au (50/150 nm). Ulterior suprafata probei, in afard de
regiunea (5), se acopera cu un strat din pasta de argint. Proba este expusa decaparii electrochimice
intr-o solutie de H3PO, in decurs de 20 min la temperatura de 20°C sub actiunea luminii ultraviolete
de la o lampa de mercur de 350 W focalizatd pe suprafata probei intr-un flux uniform. Dupa
decapare proba este spalatd in acetond pentru inlaturarea pastei de argint. Morfologia regiunii
decapate (5) este ilustratd in fig. 2, in care se evidentiazd formarea unei structuri de nanoace din
GaN.

Raspunsul senzorului de gaze fabricat la un impuls de metan de 10% la temperatura de 200°C
este ilustrat in fig. 3 (curba 1). Se observa ca timpul de relaxare al senzorului dupd aplicarea
impulsului de gaz depdseste un minut. Aplicarea unei tensiuni de 2 kV la structurad duce la
reducerea timpului de relaxare pana la aproximativ 10 s (curba 2). Reducerea timpului de relaxare
poate fi explicata prin formarea unei atmosfere de ozon deasupra stratului senzitiv din cauza
ionizarii oxigenului in cdmpurile electrice inalte la varfurile nanoacelor. Acest lucru este confirmat
prin reducerea timpului de relaxare al senzorului aproximativ in aceeasi masura la aplicarea unui
impuls de ozon in lipsa tensiunii inalte (curba 3).
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(57) Revendicari:

1. Senzor de gaze pe semiconductori care include un substrat, pe una din suprafetele caruia
este depus un strat sensibil la gaze, iar pe suprafata opusa un element incilzitor, totodata pe stratul
sensibil la gaze sunt depuse niste contacte metalice, caracterizat prin aceea cd pe suprafata
stratului sensibil la gaze este formatd o regiune cu structura de tip nanoace.

2. Senzor de gaze pe semiconductori, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ci
regiunea cu structura de tip nanoace are o forma inelara.
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